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岩塩型構造の希土類モノニクタイド REPn (RE = 希土類元素; Pn = Sb, Bi)のバルク単結晶試料が

巨大磁気抵抗効果など興味深い物性を示し、注目を集めている [1]。くわえて、ヘテロ構造におけ

るトポロジカル物性が予言され、これらの物質の薄膜化も期待されている [2]。しかし、Sbや Bi

の蒸気圧は高く、高い結晶性を実現するような高温での薄膜作製は難しい [3,4]。そこで本研究で

は、Y2O2Bi や La2O2Sb のエピタキシャル薄膜作製のために開発した多層膜固相エピタキシー法 

[5,6]を、LaSbエピタキシャル薄膜の作製に適用したので報告する。 

マグネトロンスパッタ法により、Laと Sbと Si3N4

ターゲットを用いて、MgAl2O4(001)単結晶基板上に

室温で多層膜前駆体 [Sb (3.6 nm) / La (3.6 nm)]10と

Si3N4 (3.7 nm)キャップ層を成膜した。その後、2.1 × 

10−2 Torrのアルゴン雰囲気で 11分間の加熱により固

相エピタキシャル成長を行った。 

X線回折により、650−850 °Cの加熱温度では LaSb 

002と 004の回折ピークのみが観測され、950 °C以上

では少量の不純物相 (La4Sb3、LaAlO3、La2O2Sb)が生

成することがわかった (Fig.1)。002 ピークのロッキ

ングカーブ測定から、加熱温度 950 °Cで結晶性が最

も高く、逆格子マッピング測定から LaSbのエピタキ

シャル成長を確認した。そして、加熱温度 950 °Cの

LaSbエピタキシャル薄膜の電気抵抗率は金属的な温

度依存性を示し、300 Kにおける電気抵抗率は 80 µΩ 

cmとバルク単結晶試料と同程度の値を示した。当日

は、多層膜前駆体の構造など薄膜成長パラメーター

依存性の詳細について報告する。 
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Fig. 1 X-ray diffraction patterns of LaSb 

epitaxial thin films. 
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